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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Формування стабільних нанорозмірних плівкових композицій в НВЧ діодах діапазону 33-140 ГГц, що
виготовляються за кремнієвою технологією

Назва роботи англійською:
The formation of stable nanodimensional film composition in UHF diodes in range of 33-140 GHz, wich are
preparing for silicon technology

Реферат українською:
Досліджено і сформовано стабільні, нанорозмірні багатошарові плівкові композиції на монокристалічному
кремнії для надзвичайно високочастотних діодів міліметрового діапазону, що виготовляються за кремнієвою
технологією шляхом використання додаткових шарів як дифузійних бар'єрів для зменшення швидкостей
взаємодифузії атомів металів між шарами, а також дифузії атомів кремнію в плівку під впливом електричного
струму і підвищення температури експлуатації. Встановлено, що при заміні алюмінієвого струмопровідного
шару мідним в плівкових композиціях Ti(200 нм)/Cu(200 нм)/Ti(10, 100 нм)/SiO2(370 нм)/Si(001),
використання дифузійно-контролюючої мембрани Ti(10, 100 нм)/SiO2(370 нм) зумовлює бар'єрний ефект і за
рахунок мінімізації процесів міжшарової взаємодії підвищує термостабільність шару міді до 970 К, що на 120
К вище порівняно з раніше дослідженими системами. Запропоновано і експериментально підтверджено
теоретичну багатостадійну модель структурних та фазових перетворень в процесах реакційної дифузії в
системах "плівкові шари Ni (Ti) нанометрових товщин (5 - 30 нм) - монокристал Si(001)" при термічній
обробці в інтервалі температур (770-1270) К. Показано можливість практичного використання отриманих
числовими методами розв'язків для моделювання та прогнозування дифузійного росту частинок нових фаз.

Реферат англійською:
The stable nanosized multilayer film composition on the mono crystalline silicon for super high frequency diodes
of millimetre range that produced by silicon technology by use of addition layers as diffusion barrier for lowing
interdiffusion rates of metal atoms between layers and also diffusion of silicon atoms into film under electric
current influence and exploration temperature rise are investigated and formed. It was established that with
replacement of aluminium current-conducting layer by copper in Ti(200 nm)/Cu(200 nm)/Ti(10, 100
nm)/SiO2(370 nm)/Si(001) film composition, the use of Ti(10, 100 nm)/SiO2(370 nm) diffusion -controlled
membrane is caused the barrier effect and at the expense of the interlayers interaction processes minimize is
raised thermal stability of copper layer up to 970 К, that on 120 К higher in comparison with early investigated
systems. It is proposed and experimentally confirmed the theoretical multistage model of structure and phase
transitions in the reaction diffusion processes in "Ni (Ti)film layers nanometres thicknesses (5 - 30 nm) - Si(001)
monocrystall" at thermal treatment in (770-1270) К temperature range. It is shown the possibility of the practical
use the decision received by numerical methods for simulation and forecasting of diffusion growth of the new
phases particles
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Назва НТП англійською: Nanodimensional film composition in UHF diodes in range of 33-140 GHz, wich
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Опис НТП: Результати дослідження, яки одержані під час виконання цього проекту є науковою основою
технології отримання стабільних, нанорозмірних багатошарових плівкових композицій в НВЧ діодах
діапазону 33-140 ГГц, що виготовляються за кремнієвою технологією. Вирішувалась фізико-матеріалознавча
проблема підвищення надійності і розширення діапазону частот НВЧ діодів за рахунок мінімізації
дифузійних процесів міжшарової взаємодії в багаторівневих металізаціях, які мають місце під час
виготовлення мікроприладів і мікросхем за кремнієвою інтегральною технологією, а також під час їх
експлуатації. Розроблено ряд практичних рекомендацій. Для омічних контактів зі стабільними
електрофізичними властивостями в інтервалі (300- 820) К треба використовувати плівкові композиції
Au/Co/Mo; Au/NiCr/Mo. Процеси фазоутворення в них не відбуваються. Для підвищення надійності і
розширения діапазону частот НВЧ діодів покращена структурна якість активної області, підвищена термічна і
електрична стійкість до небажаних процесів структур
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